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Dieses Blaft ist unser Eigentum. Jede Vervielfdltigung, Verwerfung oder Mitteilung an dritte Personen ist
strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb B. G. B.)
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D4l = Dasg
D45 - D48

T49 - 1952
T3 — T56

C57+ C58

Trato: Tr

Bestiickung :
R25-R28= 820%,05%
R1- R4= 7,5K 0,5W
R5- R8 = 4,7K =»
R9 - RI2Z= 15K ]
R13 - R1I6 = 5]10Q "
R17- R20= 20082 «
R21 - R24 = 2480 2 W
C29-C32 = 300 pF
C33 - C36 = 1600pF

Tr37 - Tr40 Siemens-Sitferit
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